
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回路素子が形成された第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に する第２の主表
面と、前記第１の主表面と前記第２の主表面との間の複数の側面とを有する半導体基板と
、
前記第１の主表面上部に形成され、前記回路素子と電気的に接続された複数の外部端子と
、
前記第２の主表面上に形成された熱伝導膜と
前記熱伝導膜上に形成された熱放射膜とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記熱放射膜にはセラミックスが含有されていることを特徴とする請求項１記載の半導体
装置。
【請求項３】
前記熱放射膜には黒色顔料が含有されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
。
【請求項４】
前記第１の主表面上には封止樹脂が形成され、前記外部端子は前記封止樹脂の表面から突
出していることを特徴とする請求項１乃至３いずれか記載の半導体装置。
【請求項５】
第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スクライブ領域
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によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、
前記第１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、
前記第２の主表面上全面に液状の熱放射材料を形成する工程と、
前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形成部を個片化する工程とを有することを
特徴とする半導体装置の形成方法。
【請求項６】
前記熱放射材料を形成する工程の前に、前記半導体ウエハの前記第２の主表面を する
工程を実行することを特徴とする請求項５記載の半導体装置の形成方法。
【請求項７】
前記熱放射材料を形成する工程の前に、前記半導体ウエハの前記第２の主表面上に熱伝導
膜を形成する工程を実行することを特徴とする請求項５記載の半導体装置の形成方法。
【請求項８】
前記半導体装置を個片化する工程は、
前記熱放射材料を第１の条件で切削する工程と、
前記半導体基板を第２の条件で切削する工程とを有することを特徴とする請求項５記載の
半導体装置の形成方法。
【請求項９】
第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スクライブ領域
によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、
前記第１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、
前記スクライブ領域を除く前記半導体ウエハの前記第２の主表面上に液状の熱放射材料を
選択的に形成する工程と、
前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形成部を個片化する工程とを有することを
特徴とする半導体装置の形成方法。
【請求項１０】
前記熱放射材料を選択的に形成する工程は、
前記スクライブ領域上を覆う第１のマスクを形成する工程と、
前記第１のマスクをマスクとして前記熱放射材料を前記第２の主表面上に塗布する工程と
を有することを特徴とする請求項９記載の半導体装置の形成方法。
【請求項１１】
前記熱放射材料を塗布する工程の後に、前記第１のマスクを前記スクライブ領域から除去
する工程を有することを特徴とする請求項１０記載の半導体装置の形成方法。
【請求項１２】
前記第１のマスクを形成する工程の後に、前記スクライブ領域上を覆う第２のマスクを配
置する工程 有し、
前記第１のマスクを スクライブ領域から除去する の前に、前記第２のマスクを前
記スクライブ領域から除去する工程を有することを特徴とする請求項１１記載の半導体装
置の形成方法。
【請求項１３】
前記第１のマスクを形成する工程の後に、前記半導体ウエハの周辺領域上を覆う第２のマ
スクを配置する工程を有し、
前記第１のマスクを スクライブ領域から除去する工程の前に、前記第２のマスクを前
記半導体 周辺領域上から除去する を有することを特徴とする請求項１１記載
の半導体装置の形成方法。
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【請求項１４】
第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スクライブ領域
によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、
前記第１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、
撥水特性を有する第１のマスクを前記スクライブ領域上に形成する工程と、
液状の熱放射材料を前記第２の主表面上に塗布する工程と、
撥水特性を有する第２のマスクを前記第１のマスク上へ配置し、前記熱放射材料を前記半
導体装置形成部の前記第２の主表面上へと押し出す工程と、
前記第２のマスクを前記第１のマスク上から除去する工程と、

前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形成部を個片
化する工程とを有することを特徴とする半導体装置の形成方法。
【請求項１５】
前記第２のマスクを除去する工程の後に、前記第１のマスクを前記スクライブ領域から除
去する工程を有することを特徴とする請求項１４記載の半導体装置の形成方法。
【請求項１６】
第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スクライブ領域
によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、
前記第１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、
撥水特性を有する第１のマスクを前記スクライブ領域上に形成する工程と、
前記半導体ウエハを液状の熱放射材料が収容された液槽中に浸す工程と、
前記半導体ウエハを前記液槽中から取り出す工程と、
前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形成部を個片化する工程とを有することを
特徴とする半導体装置の形成方法。
【請求項１７】
前記半導体ウエハを前記液槽中から取り出す工程の後に、前記第１のマスクを前記スクラ
イブ領域から除去する工程を有することを特徴とする請求項１６記載の半導体装置の形成
方法。
【請求項１８】
第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スクライブ領域
によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、
前記第１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、
前記半導体ウエハの前記第１の主表面側を支持部材で固定する と、
前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形成部を互いに離間させる工程と、
前記各半導体装置形成部の前記第２の主表面上及び側面上に液状の熱放射材料を塗布する
工程と、
前記各半導体装置形成部から前記支持部材を除去する工程とを有することを特徴とする半
導体装置の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法に関するものである。特に本発明は、改善された
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熱放射効果を有する半導体装置及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
携帯機器の小型化に伴い、携帯機器に搭載される半導体装置の小型化が要求されている。
この要求にこたえるため、半導体チップの外形寸法とほぼ同じ外形寸法を有するチップサ
イズパッケージ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）と称される半導体装置が出現し
ている。チップサイズパッケージの一形態としては、ウエハレベルチップサイズパッケー
ジ（Ｗａｆｅｒ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）もしくはウエハレ
ベルチップスケールパッケージ（Ｗａｆｅｒ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｈｉｐ　Ｓｃａｌｅ　Ｐａ
ｃｋａｇｅ）と称される半導体装置が存在する。（例えば、特許文献１参照。）以下、こ
のようなパッケージは単にＷＣＳＰとして説明される。
【０００３】
また、携帯機器には、処理すべき信号を高速に処理することが要求されている。この要求
にこたえるため、最近では半導体装置に供給されるクロックの周波数は、より高いものと
される傾向にある。クロック周波数が高くなることに伴い、半導体装置内の回路が消費す
る電力が増加する。また、高集積化による１チップ当たりのトランジスタ数の増加により
、トランジスタを流れるトータル電流が増加するため、半導体装置から発生する発熱量も
増加する傾向にある。従って、この熱を効率的に半導体装置外部へ放出させる工夫が必要
とされる。
【０００４】
半導体装置で生じた熱を効率的に外部へ放出させるためには、放熱フィン、ヒートスプレ
ッター等と称される放熱部品を半導体装置に搭載することが考えられる。しかしながら、
このようなアプローチでは、携帯機器内に放熱部品を収容するためのスペースを要するた
め、携帯機器の小型化に逆行することになる。特に、携帯機器に半導体装置としてＷＣＳ
Ｐを採用するメリットが薄れてしまう。
【０００５】
このような課題を克服するため、放熱部品を使用することなく、熱放射率を向上させる技
術が提案されている。この提案では、半導体チップの外面に熱放射率を向上させる皮膜を
形成している（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
特許第３３１３５４７号
【特許文献２】
特開平１１－６７９９８号
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献２では、熱放射率を向上させる皮膜が、半導体装置を製造す
る工程のいずれの工程で形成されるのか具体的な開示がない。つまり、半導体装置を製造
する際の生産性については何ら考慮されていない。
【０００８】
従って、改善された熱放射効果を有し、より生産性の優れた半導体装置及びその製造方法
が望まれていた。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を克服するために考え出されたものである。本願において開示される
発明のうち、代表的な半導体装置の概要は以下の通りである。
【００１０】
すなわち、回路素子が形成された第１の主表面と、第１の主表面に実質的に対向する第２
の主表面と、第１の主表面と第２の主表面との間の複数の側面とを有する半導体基板と、
第１の主表面上部に形成され、回路素子と電気的に接続された複数の外部端子と、第２の

10

20

30

40

50

(4) JP 3595323 B2 2004.12.2



主表面上に形成された熱伝導膜と、熱伝導膜上に計制された熱放射膜とを有することを特
徴としている。
【００１１】
また、本願において開示される発明のうち、代表的な半導体装置の製造方法の概要は以下
の通りである。
【００１２】
すなわち、第１の主表面と、前記第１の主表面に実質的に対向する第２の主表面と、スク
ライブ領域によって区画された複数の半導体装置形成部を有する半導体ウエハを準備する
工程と、前記半導体装置形成部の前記第１の主表面に回路素子を形成する工程と、前記第
１の主表面上に封止樹脂を形成する工程と、
前記半導体装置形成部の前記第１の主表面上部に、前記回路素子と電気的に接続され前記
封止樹脂の表面から突出する複数の外部端子を形成する工程と、前記第２の主表面上全面
に液状の熱放射材料を形成する工程と、前記スクライブ領域を切削し前記各半導体装置形
成部を個片化する工程とを有することを特徴としている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
なお、説明を容易にするため、同様の構成には同様の符号を付与する。また、重複した構
成の説明は省略する。
【００１５】
（第１の実施の形態）
図１は本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の表面を示す平面透視図であり、封
止樹脂によって封止される前の半導体装置１００を示す平面図である。図２は封止樹脂に
よって封止された後の半導体装置１００を示す平面図である。図３（Ａ）は図１及び図２
の線３－３についての詳細断面図であり、図３（Ｂ）は、裏面３０９を示す平面図である
。
【００１６】
本発明の半導体装置１００は、先に説明した通りのＷＣＳＰである。図１及び図２に示さ
れている通り、この半導体装置１００は、半導体基板１０１の外形寸法とほぼ同じ外形寸
法を有している。本実施の形態においては、半導体装置１００は、例えば１辺が８ｍｍで
ある略四角形状である。
【００１７】
本発明の半導体装置１００は、半導体基板１０１を有している。半導体基板１０１の表面
３０７には、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、インダクタ等により構成された図示され
ていない回路素子（電子回路）が形成されている。半導体基板１０１の表面３０７上には
、電子回路と接続された複数の電極パッド１０３が形成されている。
【００１８】
半導体基板の裏面３０９には、熱放射率（熱輻射率）の高い熱放射膜３１１が形成されて
いる。この熱放射膜３１１が半導体基板の裏面３０９に形成されているという点が本実施
の形態の特徴点の１つである。
【００１９】
この熱放射膜３１１は、約５マイクロメーター（μｍ）から２００マイクロメータ（μｍ
）の範囲の膜厚を有し、かつ高い熱放射率（熱輻射率）を有する。この熱放射膜３１１は
高い熱放射率を有するため、半導体基板に形成された電子回路が動作することによって発
生する熱を、半導体装置１００の外部へ効率的に放射する機能を有する。高い熱放射率は
、外部から与えられた熱を赤外線に変換することで実現される。この熱放射膜３１１とし
て、例えば特開平１０－２７９８４５号公報に記載されているような、セラミックス粉末
を含有した塗料を使用することが可能である。
【００２０】
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電極パッド１０３の表面の一部を除く半導体基板１０１上には、酸化シリコン等からなる
絶縁層３０１が形成されている。絶縁層３０１上にはポリイミド等からなる保護膜３０３
が形成されている。この構造により、電極パッド１０３の表面の一部が絶縁層３０１及び
保護膜３０３によって規定された開口部によって露出されている。
【００２１】
電極パッド１０３には絶縁層３０１の開口部を介して例えば銅で構成された配線層１０５
の一端が接続されている。配線層１０５は電極パッド１０３から柱状電極３０５の下部に
至るまで保護膜３０３上に延在している。配線層１０５の他端は柱状電極３０５及び外部
端子２０１の下部に配置されるランド部１０７である。このランド部１０７は、電極パッ
ド１０３よりも半導体基板１０１の中央領域に近い位置に配置されている。
【００２２】
この配線層１０５は、外部端子２０１の位置を半導体基板１０１の周辺部から半導体基板
１０１の中央領域に実質的にシフトさせる機能を果たす。一般的に、このようなシフトは
再配置と称され、故にこのようなシフトを行う配線層は再配置配線もしくは再配線と称さ
れる。以下、配線層１０５を再配線１０５と称す。
【００２３】
再配線１０５の一部分であるランド部１０７上には、例えば銅で構成された柱状電極３０
５が形成されている。この柱状電極３０５はポスト３０５とも称される。
【００２４】
柱状電極３０５の上部表面を除く半導体基板１０１上には、エポキシ系樹脂からなる封止
樹脂２０３が形成されている。
【００２５】
柱状電極３０５の上部表面上には、例えば半田からなる外部端子２０１が形成されている
。図２に示されているように、複数の外部端子２０１は、半導体基板１０１上方に規則的
に配置されている。図２に示された半導体装置１００では、外部端子２０１が２列に配置
されている。
【００２６】
次に、図４及び図５を参照して、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の製造方
法を説明する。
【００２７】
図４は、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００の裏面３０９を示す平面図であ
る。図５は、本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の製造方法を示すプロセスフ
ロー図であり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図５では、一部の構
成の図示が省略されている。例えば、図５では、電極パッド１０３が図示されていない。
また、例えば、図５の柱状電極３０５及び外部端子２０１の数は、図３の柱状電極３０５
及び外部端子２０１の数と一致していない。
【００２８】
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置１００が形成される領域である。
【００２９】
次に図５に示すように、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の
主表面）上に、例えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載され
たようなプロセスに従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０
５及び封止樹脂２０３が形成される（図５（Ａ））。
【００３０】
次に、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面）上に形成され
る。熱放射膜３１１は液状であるため、スプレー塗布法又は印刷法等により、半導体ウエ
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ハ４００の裏面３０９上全面に容易に塗布することができる。続いて、半導体ウエハ４０
０に所定の温度を与え、液状の熱放射膜３１１を乾燥させて固形化させる（図５（Ｂ））
。
【００３１】
このように、図３に示された半導体装置１００を得るために、未だ個片化されていない半
導体ウエハ４００の状態で、熱放射膜３１１を半導体ウエハ４００の裏面３０９上に形成
することが、本実施の形態の特徴点の１つである。
【００３２】
次に、柱状電極３０５上に外部端子２０１が形成される（図５（Ｃ））。なお、外部端子
２０１は、各半導体装置が個片化される前であれば、例えば、図５（Ａ）の工程において
柱状電極３０５上に形成されていても良い。
【００３３】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置１００が得られる（図５（Ｄ））。
【００３４】
この図５（Ｄ）の工程においては、半導体ウエハ４００が１つのダイシングブレード５０
１を使用して切削されることが説明されている。しかし、本実施の形態では、下記のよう
な変形例も考えられる。
【００３５】
まず、第１の条件で熱放射膜３１１を切削し、その後、第１の条件とは異なる第２の条件
で半導体基板１０１の裏面３０９から封止樹脂２０３の表面までを切削する。ここで、上
記条件とは、例えばダイシングブレードの回転数やダイシングブレードの硬度である。こ
のように、切削する対象に適合した条件で対象物を切削することにより、ダイシングブレ
ードを交換する期間を延ばすことが可能となる。
【００３６】
以上説明した本実施の形態によるメリットは以下の点である。
【００３７】
半導体基板１０１の裏面３０９上に、高い熱放射輻射率を有する放熱用膜３１１を設けた
ので、表面３０７に形成された電子回路（能動回路）が動作する際に発生する熱が、放熱
用膜３１１から効率的に外部へ放射される。この作用により、ＷＣＳＰの熱抵抗を５パー
セント（％）～２０パーセント（％）低減させることができる。従って、より消費電力が
大きい回路をＷＣＳＰに搭載することができる。また、熱抵抗が低減されるため、チップ
サイズのさらなる縮小化や、回路の高集積化が可能となる。また、放熱フィン、ヒートス
プレッター等と称される放熱部品が不要となるため、半導体装置の小型化が可能となる。
【００３８】
本実施の形態における半導体装置の製造方法は、放熱フィン、ヒートスプレッター等と称
される放熱部品を搭載するための特別な工程が不要である。つまり、熱放射膜３１１は、
既存のＷＣＳＰの製造プロセスと同様な製造プロセスで形成することができる。従って、
半導体装置の製造コストを殆ど上昇させることなく、薄型、軽重量というＷＣＳＰの特徴
を維持したまま熱抵抗を減少させることができる。特に、図５（Ｂ）で示された工程のよ
うに、熱放射膜３１１は、半導体装置１００が個片化される前の半導体ウエハ４００の状
態で、一括して形成することができる。つまり、熱放射膜３１１は、複数の半導体装置１
００毎に個別に形成するものではない。従って、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置
１００を製造する効率（すなわち、生産性）を向上させることができる。
【００３９】
（第２の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第２の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。
【００４０】
図６（Ａ）は、本発明の第２の実施の形態の半導体装置６００を示す概略断面図であり、
図６（Ｂ）は、半導体装置６００の裏面３０９を示す平面図である。
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【００４１】
第２の実施の形態と第１の実施の形態との差異は、熱放射膜６１１の構成である。その他
の構成については、実質的に同様であるので詳細な説明は省略されている。
【００４２】
図６に示されているように、半導体基板１０１の裏面３０９には、熱放射率（熱輻射率）
の高い熱放射膜６１１が形成されている。この熱放射膜６１１が半導体基板１０１の裏面
３０９に形成されているという点が本実施の形態の特徴点の１つである。
【００４３】
この熱放射膜６１１は、約５マイクロメーター（μｍ）から２００マイクロメータ（μｍ
）の範囲の膜厚を有し、かつ高い熱放射率（熱輻射率）を有する。さらに、熱放射膜６１
１には、黒色顔料が含まれている。
【００４４】
この放射膜６１１は高い熱放射率を有するため、半導体基板に形成された電子回路が動作
することによって発生する熱を、半導体装置６００の外部へ効率的に放射する機能を有す
る。さらに、熱放射膜６１１には、熱放射率が高い黒色顔料が含まれているため、上記熱
の放射作用がより活性化される。すなわち、本実施の形態では、黒色が白色よりも熱を放
射する効率が良いという性質が利用されている。第１の実施の形態のように、熱放射膜と
して、例えば特開平１０－２７９８４５号公報に記載されているような、黒色顔料を含ま
ないセラミックス粉末を含有した塗料を使用した場合、その色は白色に近い色である。よ
って、本実施の形態の方が第１の実施の形態よりも、より高い熱放射効果が期待できる。
なお、本明細書において、“黒色顔料が含まれた熱放射膜”とは、黒色顔料が含まれた膜
が、黒色顔料が含まれていない熱放射膜の表面上に形成されている構成をも含むことを意
味する。
【００４５】
熱放射膜６１１は、半導体装置６００が個片化される前の半導体ウエハ４００の状態で、
一括して形成することができる。つまり、熱放射膜６１１は、複数の半導体装置６００毎
に個別に形成するものではない。従って、熱放射膜６１１が搭載された半導体装置６００
を製造する効率（すなわち、生産性）を向上させることができる。
【００４６】
（第３の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第３の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。
【００４７】
図７（Ａ）は、本発明の第３の実施の形態の半導体装置７００を示す概略断面図であり、
図７（Ｂ）は、半導体装置７００の裏面３０９を示す平面図である。
【００４８】
第３の実施の形態と第１の実施の形態との差異は、半導体基板１０１の裏面３０９の構造
である。その他の構成については、実質的に同様であるので詳細な説明は省略されている
。
【００４９】
ＷＣＳＰでは、半導体基板１０１の表面３０７と裏面３０９との間の距離と、半導体基板
１０１の表面３０７から外部端子２０１の表面までの距離とのバランスを保つため、及び
薄型化のために、半導体基板１０１の裏面３０９は所定の厚さだけ研削されている。この
研削は、２回の研削工程によって実行されている。まず、粗さ＃３２５の第１のダイヤモ
ンド砥石を使用して粗い研削が行われ、その後、粗さ＃２０００の第２のダイヤモンド砥
石を使用して細かい研削が行われる。
【００５０】
本実施の形態では、上記２回目の研削が、第２のダイヤモンド砥石の粗さよりも粗い粗さ
＃１２００のダイヤモンド砥石を使用して実行される。その結果、
半導体基板１０１の裏面３０９の粗さが、通常のＷＣＳＰの裏面３０９の粗さよりも粗く
なっている。従って、半導体基板１０１の裏面３０９の表面積がより増加されている。
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【００５１】
この表面積が増加された裏面３０９上に、熱放射膜３１１が形成されているという点が本
実施の形態の特徴点の１つである。
【００５２】
この熱放射膜３１１は、約５マイクロメーター（μｍ）から２００マイクロメータ（μｍ
）の範囲の膜厚を有し、かつ高い熱放射率（熱輻射率）を有するという点は、第１の実施
の形態と同様である。
【００５３】
この熱放射膜３１１は高い熱放射率を有するため、半導体基板に形成された電子回路が動
作することによって発生する熱を、半導体装置７００の外部へ効率的に放射する機能を有
する。さらに、熱放射膜３１１が形成される面の表面積が増加するため、その上に形成さ
れる熱放射膜３１１の表面積もより増加する。その結果、熱放射に寄与する面積が増加す
るため、熱放射効果をより活性化させることができる。
【００５４】
また、半導体基板１０１の粗い裏面３０９及び熱放射膜３１１は、半導体装置７００が個
片化される前の半導体ウエハ４００の状態で、一括して形成することができる。つまり、
粗い裏面３０９及び熱放射膜３１１は、複数の半導体装置７００毎に個別に形成するもの
ではない。従って、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置１００を製造する効率（すな
わち、生産性）を向上させることができる。
【００５５】
（第４の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第４の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。
【００５６】
図８（Ａ）は、本発明の第４の実施の形態の半導体装置８００を示す概略断面図であり、
図８（Ｂ）は、半導体装置８００の裏面３０９を示す平面図である。
【００５７】
第４の実施の形態と第１の実施の形態との差異は、半導体基板１０１の裏面３０９と熱放
射膜３１１との間に、熱伝導膜８１１を設けた点である。その他の構成については、実質
的に同様であるので詳細な説明は省略されている。
【００５８】
図８に示されているように、半導体基板１０１の裏面３０９には、熱伝導率の高い熱伝導
膜８１１が形成されている。この熱伝導膜８１１は、例えば金属膜であるアルミニウムが
使用され、スパッタリング技術を使用して約２μメーター（μｍ）程度の膜厚で形成され
る。アルミニウムの熱伝導率は２２９Ｗ／ｍＫであり、シリコンの熱伝導率１５０Ｗ／ｍ
Ｋ及びモールド樹脂の熱伝導率０．７０Ｗ／ｍＫよりも大きい。このような熱伝導率の大
きい熱伝導膜８１１上に熱放射膜３１１が形成されている。熱伝導膜８１１は、アルミニ
ウムに限らず、例えば銅で構成されていても良い。銅は、例えば、蒸着法、スパッタリン
グ技術を使用して形成することができる。
【００５９】
本実施の形態は、高い熱放射率（熱輻射率）を有し、約５マイクロメーター（μｍ）から
２００マイクロメータ（μｍ）の範囲の膜厚を有する熱放射膜３１１を具えているという
点は、第１の実施の形態と同様である。
【００６０】
本実施の形態では、この熱放射膜３１１と半導体基板１０１の裏面３０９との間に、高い
熱伝導率を有する熱伝導膜８１１が設けられている。別の表現を使用して熱伝導膜８１１
を説明すれば、熱伝導膜８１１は、電子回路から生じた熱を吸い上げ、その熱を熱放射膜
３１１へと伝達するポンプのような機能を有する。従って、電子回路から生じた熱は、効
率良く熱放射膜３１１へ伝達される。結果として、半導体装置の熱放射効果をより活性化
させることができる。
【００６１】
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また、熱伝導膜８１１及び熱放射膜３１１は、半導体装置８００が個片化される前の半導
体ウエハ４００の状態で、一括して形成することができる。つまり、熱伝導膜８１１及び
熱放射膜３１１は、複数の半導体装置８００毎に個別に形成するものではない。従って、
熱放射膜３１１が搭載された半導体装置１００を製造する効率（すなわち、生産性）を向
上させることができる。
【００６２】
（第５の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第５の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。
【００６３】
図９（Ａ）は、本発明の第５の実施の形態の半導体装置９００を示す概略断面図である。
図９（Ｂ）は、本発明の第５の実施の形態の半導体装置９００の裏面３０９示す平面図で
ある。
【００６４】
第５の実施の形態と第１の実施の形態との差異は、熱放射膜３１１の配置である。その他
の構成については、実質的に同様であるので詳細な説明は省略されている。
【００６５】
図９に示されているように、熱放射率（熱輻射率）の高い熱放射膜３１１は、半導体基板
１０１の裏面３０９であって、周辺領域９０３に囲まれた各中央領域９０１上に形成され
ている。周辺領域９０３は、上述したようにスクライブライン４０３（スクライブ領域４
０３）の近傍に位置する。すなわち、この熱放射膜３１１が、周辺領域９０３を避けて裏
面３０９上に形成されているという点が本実施の形態の特徴点の１つである。
【００６６】
この熱放射膜３１１は、約５マイクロメーター（μｍ）から２００マイクロメータ（μｍ
）の範囲の膜厚を有し、かつ高い熱放射率（熱輻射率）を有する。この熱放射膜３１１は
高い熱放射率を有するため、半導体基板に形成された電子回路が動作することによって発
生する熱を、半導体装置９００の外部へ効率的に放射する機能を有する。
【００６７】
次に、図４、図１０及び図１１を参照して、本発明の第５の実施の形態の半導体装置９０
０の製造方法を説明する。
【００６８】
図１０は、本発明の第５の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
あり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１０では、一部の構成の図
示が省略されている。例えば、図１０では、電極パッド１０３が図示されていない。また
、例えば、図１０の柱状電極３０５及び外部端子２０１の数は、図９の柱状電極３０５及
び外部端子２０１の数と一致していない。図１１は、メタルマスク１１０１を示す平面図
である。説明を容易にするため、図１１では、開口部１１０３の数と、図４で示されてい
る半導体装置形成領域４０１の数とが一致していない。
【００６９】
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置９００が形成される領域である。
【００７０】
次に図５に示すように、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の
主表面）上に、例えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載され
たようなプロセスに従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０
５及び封止樹脂２０３が形成される。
【００７１】
次に、図１１に示されているような複数の開口部１１０３を有するメタルマスク１１０１
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を準備する。この開口部１１０３の面積は、半導体装置形成領域４０１の面積よりもわず
かに小さく設定されている。
【００７２】
次に、メタルマスク１１０１とグリッドライン４０３との位置合わせが、赤外線カメラを
使用して実行される。この位置合わせ結果に基づいて、各開口部１１０３が各半導体装置
形成領域４０１の中央領域９０１に対面するように、メタルマスク１１０１が半導体ウエ
ハ４００の裏面３０９に配置される。その結果、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、
スクライブライン４０３上を含む周辺領域９０３がメタルマスク１１０１によってマスキ
ングされる（図１０（Ａ））。
【００７３】
次に、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面）上に形成され
る。熱放射膜３１１は液状であるため、スキージー１００１及びメタルマスク１１０１を
使用した印刷法により、半導体ウエハ４００の裏面３０９上に容易に塗布することができ
る。この時、半導体ウエハ４００の裏面３０９の周辺領域９０３には、メタルマスク１１
０１（正確には、開口部１１０３を除くメタルマスク部分）が存在するので、熱放射膜３
１１は周辺領域９０３には形成されず、中央領域９０１にのみ形成される。続いて、半導
体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の熱放射膜３１１を乾燥させて固形化させる（
図１０（Ｂ））。
【００７４】
次に、メタルマスク１１０１を半導体ウエハ４００から除去する（図１０（Ｃ））。
【００７５】
このように、図９に示された半導体装置９００を得るために、未だ個片化されていない半
導体ウエハ４００の状態で、熱放射膜３１１を半導体ウエハ４００の裏面３０９のうち、
中央領域９０１上に選択的に形成することが、本実施の形態の特徴点の１つである。
【００７６】
次に、柱状電極３０５上に外部端子２０１が形成される（図１０（Ｄ））。なお、外部端
子２０１は、各半導体装置が個片化される前であれば、例えば、図１０（Ａ）の工程にお
いて柱状電極３０５上に形成されていても良い。
【００７７】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置９００が得られる（図１０（Ｅ））。
【００７８】
この図１０（Ｅ）の工程において、熱放射膜３１１は、ダイシングブレード５０１によっ
て切削されることがない。従って、ダイシングブレード５０１の磨耗がより抑えられるた
め、ダイシングブレードを交換する期間を延ばすことが可能となる。また、熱放射膜３１
１を切削する必要がないので、熱放射膜３１１の剥離を抑制することができる。
【００７９】
以上説明した本実施の形態における半導体装置およびその製造方法は、第１の実施の形態
で述べたメリットに加えて下記のメリットを得ることができる。
【００８０】
すなわち、グリッドライン４０３及びその近傍の領域には、熱放射膜３１１が形成されな
い。言い換えると、半導体装置形成領域４０１の中央領域９０１にのみ熱放射膜３１１が
選択的に形成される。従って、ダイシングブレードは、熱放射膜３１１を切削することが
ないので、を交換する期間を延ばすことが可能となり、熱放射膜３１１の剥離を抑制する
こともできるので、結果として、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置９００を製造す
る効率（すなわち、生産性）を向上させることができる。
【００８１】
（第６の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第６の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。本
実施の形態は、図９に示された半導体装置９００を製造する他の方法である。
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【００８２】
図４、図１１及び図１２を参照して、本発明の第６の実施の形態の半導体装置９００の製
造方法を説明する。
【００８３】
図１２は、本発明の第６の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
あり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１２も前述のプロセスフロ
ー図と同様に、一部の構成の図示が省略されている。
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置９００が形成される領域である。
【００８４】
次に、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の主表面）上に、例
えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載されたようなプロセス
に従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０５及び封止樹脂２
０３が形成される。次に、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、スクライブライン４０
３上を含む周辺領域９０３に、フォトリソグラフィ技術を使用して、フォトレジスト１２
０１が選択的に形成される。この周辺領域９０３は、半導体装置形成領域４０１の複数の
中央領域９０１を囲っているため、フォトレジスト１２０１は、複数の中央領域９０１を
囲うように形成される（図１２（Ａ））。
【００８５】
次に、図１１に示されているような複数の開口部１１０３を有するメタルマスク１１０１
を準備する。この開口部１１０３の面積は、半導体装置形成領域４０１の面積よりもわず
かに小さく設定されている。
【００８６】
次に、メタルマスク１１０１とグリッドライン４０３との位置合わせが、赤外線カメラを
使用して実行される。この位置合わせ結果に基づいて、各開口部１１０３が各半導体装置
形成領域４０１の中央領域９０１に対面するように、メタルマスク１１０１が半導体ウエ
ハ４００の裏面３０９に配置される。その結果、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、
スクライブライン４０３上を含む周辺領域９０３がメタルマスク１１０１によってマスキ
ングされる（図１２（Ｂ））。
【００８７】
この図１２（Ｂ）の工程以前の工程において、周辺領域９０３には既にフォトレジスト１
２０１が形成されている。このフォトレジスト１２０１は、ウエハプロセスのフォトリソ
グラフィ技術を使用して形成されるため、周辺領域９０３上に極めて正確に形成される。
従って、スクライブライン４０３の位置と、メタルマスク１１０１の位置との位置合わせ
精度は、それほど高くなくても良い。これは、メタルマスク１１０１の耐久性を確保する
事が困難である場合に非常に有効であることを意味する。このように、熱放射膜３１１を
中央領域９０１に選択的に形成するためのマスクを形成する方法として、フォトリソグラ
フィ技術を使用することが、本実施の形態の特徴点の１つである。
【００８８】
次に、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面）上に形成され
る。熱放射膜３１１は液状であるため、スキージー１００１及びメタルマスク１１０１を
使用した印刷法により、半導体ウエハ４００の裏面３０９上に容易に塗布することができ
る。この時、半導体ウエハ４００の裏面３０９の周辺領域９０３には、フォトレジスト１
２０１、メタルマスク１１０１（正確には、開口部１１０３を除くメタルマスク部分）が
存在するので、熱放射膜３１１は周辺領域９０３には形成されず、中央領域９０１にのみ
形成される。続いて、半導体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の熱放射膜３１１を
乾燥させて固形化させる。
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【００８９】
次に、メタルマスク１１０１が半導体ウエハ４００から除去され続いて、フォトレジスト
１２０１が溶剤を使用して除去される。その後、柱状電極３０５上に外部端子２０１が形
成される（図１２（Ｃ））。なお、外部端子２０１は、各半導体装置が個片化される前で
あれば、例えば、図１２（Ａ）の工程において柱状電極３０５上に形成されていても良い
。
【００９０】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置９００が得られる（図１２（Ｄ））。
【００９１】
本実施の形態においては、フォトレジスト１２０１が除去された後に、ダイシングブレー
ド５０１によって半導体ウエハ４００が切削される例が説明されている。しかし、フォト
レジスト１２０１の特性（例えば、粘度、膜厚等）によっては、フォトレジスト１２０１
を周辺領域９０３に残存させたまま、半導体ウエハ４００が切削されても良い。
【００９２】
以上説明した本実施の形態における半導体装置の製造方法は、第５の実施の形態で述べた
メリットに加えて下記のメリットを得ることができる。
【００９３】
すなわち、周辺領域９０３を覆うためのマスク形成方法として、フォトリソグラフィ技術
を使用するため、印刷法を使用した熱放射膜３１１形成工程の精度を実質的に向上させる
ことができる。結果として、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置９００を製造する効
率（すなわち、生産性）を向上させることができる。
【００９４】
（第７の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第７の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。本
実施の形態は、図９に示された半導体装置９００を製造する他の方法である。
【００９５】
図４、図１３及び図１４を参照して、本発明の第７の実施の形態の半導体装置の製造方法
を説明する。
【００９６】
図１３は、本発明の第７の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
あり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１３も前述のプロセスフロ
ー図と同様に、一部の構成の図示が省略されている。
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置９００が形成される領域である。
【００９７】
次に、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の主表面）上に、例
えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載されたようなプロセス
に従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０５及び封止樹脂２
０３が形成される。次に、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、スクライブライン４０
３上を含む周辺領域９０３に、フォトリソグラフィ技術を使用して、フォトレジスト１２
０１が選択的に形成される。この周辺領域９０３は、半導体装置形成領域４０１の複数の
中央領域９０１を囲っているため、フォトレジスト１２０１は、複数の中央領域９０１を
囲うように形成される（図１３（Ａ））。
【００９８】
次に、図１４に示されているような開口部１４０３を有するメタルマスク１４０１を準備
する。この開口部１４０３の面積は、半導体ウエハ４００の面積よりもわずかに小さく設
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定されている。すなわち、開口部１４０３は、半導体ウエハ４００の外形よりもわずかに
内側に位置する。
【００９９】
次に、メタルマスク１４０１の周辺部（開口部１４０３の外側の部分）を半導体ウエハ４
００の周辺部上に配置する。これにより、開口部１４０３が複数の半導体装置形成領域４
０１上に配置される。その結果、半導体ウエハ４００の裏面３０９のうち、半導体ウエハ
４００の周辺領域がメタルマスク１４０１によってマスキングされる（図１２（Ｂ））。
【０１００】
次に、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面）上に形成され
る。熱放射膜３１１は液状であるため、スキージー１００１及びメタルマスク１４０１を
使用した印刷法により、半導体ウエハ４００の裏面３０９上に容易に塗布することができ
る。この時、半導体ウエハ４００の裏面３０９の周辺領域９０３には、フォトレジスト１
２０１が存在するので、熱放射膜３１１は周辺領域９０３には形成されず、中央領域９０
１にのみ形成される。続いて、半導体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の熱放射膜
３１１を乾燥させて固形化させる。
【０１０１】
図１３（Ｂ）の工程において、スキージー１００１の先端をよりフォトレジスト１２０１
の表面に近づけることが可能である場合、すなわち熱放射膜３１１の膜厚をより薄く制御
することが可能である場合は、メタルマスク１４０１の位置とスクライブライン４０３の
位置との位置合わせは実質不要である。なぜなら、メタルマスク１４０１の周辺部と半導
体ウエハ４００の周辺領域との位置合わせが実行されれば良いからである。このように、
メタルマスク１４０１の位置合わせ精度は大幅に緩和される。
【０１０２】
以上のように、熱放射膜３１１を印刷法を使用して形成する際に、半導体ウエハ４００の
周辺領域のみにマスクとして機能する部分が配置されるメタルマスクを使用することが、
本実施の形態の特徴点の１つである。
【０１０３】
次に、メタルマスク１４０１が半導体ウエハ４００から除去される。続いて、フォトレジ
スト１２０１が溶剤を使用して除去される。このとき、フォトレジスト１２０１の表面上
には、熱放射膜３１１が残存している可能性がある。しかしながら、その残存量はわずか
であり、フォトレジスト１２０１が溶剤によって除去されることを妨げるような量ではな
い。続いて、柱状電極３０５上に外部端子２０１が形成される（図１３（Ｃ））。なお、
外部端子２０１は、各半導体装置が個片化される前であれば、例えば、図１２（Ａ）の工
程において柱状電極３０５上に形成されていても良い。
【０１０４】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置９００が得られる（図１３（Ｄ））。
【０１０５】
本実施の形態においては、フォトレジスト１２０１が除去された後に、ダイシングブレー
ド５０１によって半導体ウエハ４００が切削される例が説明されている。しかし、フォト
レジスト１２０１の特性（例えば、粘度、膜厚等）によっては、フォトレジスト１２０１
を周辺領域９０３に残存させたまま、半導体ウエハ４００が切削されても良い。
【０１０６】
以上説明した本実施の形態における半導体装置の製造方法は、第６の実施の形態で述べた
メリットに加えて下記のメリットを得ることができる。
【０１０７】
熱放射膜３１１を印刷法を使用して形成する際に、半導体ウエハ４００の周辺領域のみに
マスクとして機能する部分が配置されるメタルマスクを使用するので、メタルマスク１４
０１の位置合わせ精度は大幅に緩和される。
【０１０８】

10

20

30

40

50

(14) JP 3595323 B2 2004.12.2



結果として、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置９００を製造する効率（すなわち、
生産性）を向上させることができる。
【０１０９】
（第８の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第８の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。本
実施の形態は、図９に示された半導体装置９００を製造する他の方法である。
【０１１０】
図４及び図１５を参照して、本発明の第８の実施の形態の半導体装置の製造方法を説明す
る。
【０１１１】
図１５は、本発明の第８の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
あり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１５も前述のプロセスフロ
ー図と同様に、一部の構成の図示が省略されている。なお、図１５に示された半導体装置
９００は、周辺領域９０３上に撥水膜１５０１が残存しているため、正確には、図９に示
された半導体装置９００とは一致していない。
【０１１２】
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置９００が形成される領域である。
【０１１３】
次に、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の主表面）上に、例
えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載されたようなプロセス
に従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０５及び封止樹脂２
０３が形成される。次に、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、スクライブライン４０
３上を含む周辺領域９０３に、印刷法もしくはスプレー法を使用して、撥水膜１５０１が
選択的に形成される。撥水膜１５０１は、例えば、フッ素基を持つ有機薄膜であり、水溶
性の材料をはじく機能を有する。
【０１１４】
周辺領域９０３は、半導体装置形成領域４０１の複数の中央領域９０１を囲っているため
、撥水膜１５０１は、複数の中央領域９０１を囲うように形成される（図１５（Ａ））。
【０１１５】
次に、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面）上に形成され
る。熱放射膜３１１は液状であるため、印刷法もしくはスプレー法により、半導体ウエハ
４００の裏面３０９上に容易に塗布することができる。
【０１１６】
次に、図１６に示されているような複数の開口部１６０３を有するスタンパー１６０１を
準備する。開口部１６０３の面積は、半導体装置形成領域４０１の面積よりも小さく設定
されている。複数の開口部１６０３間には、表面に撥水処理が施されているスタンプ部１
６０５が存在する。
【０１１７】
次に、スタンパー１６０１とグリッドライン４０３との位置合わせが、赤外線カメラを使
用して実行される。この位置合わせ結果に基づいて、各開口部１６０３が各半導体装置形
成領域４０１の中央領域９０１に対面するように、スタンパー１６０１が半導体ウエハ４
００の裏面３０９に配置される。
【０１１８】
この時、撥水処理されたスタンプ部１６０５が、撥水膜１５０１と接触するので、周辺領
域９０３上に残存する液状の熱放射膜３１１は、中央領域９０１へとはじかれて押し出さ
れる（図１５（Ｂ））。
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【０１１９】
以上のように、熱放射膜３１１を中央領域９０１上に選択的に形成するために、撥水処理
が施された部材、すなわち撥水膜９０３及び撥水処理が施されたスタンプ部１６０５を有
するスタンパー１６０１を使用することが、本実施の形態の特徴点の１つである。
【０１２０】
続いて、スタンパー１６０１を除去し、半導体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の
熱放射膜３１１を乾燥させて固形化させる（図１５（Ｃ）。
【０１２１】
続いて、柱状電極３０５上に外部端子２０１が形成される（図１５（Ｄ））。なお、外部
端子２０１は、各半導体装置が個片化される前であれば、例えば、図１５（Ａ）の工程に
おいて柱状電極３０５上に形成されていても良い。
【０１２２】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置９００が得られる（図１５（Ｅ））。
【０１２３】
本実施の形態においては、撥水膜１５０１を周辺領域９０３上に残存させたまま、半導体
ウエハ４００が切削される例が説明されている。しかし、撥水膜１５０１の特性（例えば
、粘度、膜厚等）によっては、撥水膜１５０１が除去された後に、ダイシングブレード５
０１によって半導体ウエハ４００が切削されても良い。
【０１２４】
以上説明した本実施の形態における半導体装置の製造方法は、撥水作用を利用して熱放射
膜３１１を形成するため、印刷法を使用して形成する場合に比較して、熱放射膜３１１を
形成するための処理時間を短縮させることができる。
【０１２５】
結果として、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置９００を製造する効率（すなわち、
生産性）を向上させることができる。
【０１２６】
（第９の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第９の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。本
実施の形態は、図９に示された半導体装置９００を製造する他の方法である。
【０１２７】
図４及び図１７を参照して、本発明の第９の実施の形態の半導体装置の製造方法を説明す
る。
【０１２８】
図１７は、本発明の第９の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
あり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１７も前述のプロセスフロ
ー図と同様に、一部の構成の図示が省略されている。なお、図１７に示された半導体装置
９００は、周辺領域９０３上に撥水膜１５０１が残存しているため、正確には、図９に示
された半導体装置９００とは一致していない。
【０１２９】
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置９００が形成される領域である。
【０１３０】
次に、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の主表面）上に、例
えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載されたようなプロセス
に従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０５及び封止樹脂２
０３が形成される。次に、半導体基板１０１の裏面３０９のうち、スクライブライン４０
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３上を含む周辺領域９０３に、印刷法もしくはスプレー法を使用して、撥水膜１５０１が
選択的に形成される。撥水膜１５０１は、例えば、フッ素基を持つ有機薄膜であり、水溶
性の材料をはじく機能を有する。
【０１３１】
周辺領域９０３は、半導体装置形成領域４０１の複数の中央領域９０１を囲っているため
、撥水膜１５０１は、複数の中央領域９０１を囲うように形成される（図１７（Ａ））。
【０１３２】
次に、半導体ウエハ４００の表面側に、テープ部材１７０１を貼付する。個のテープ部材
１７０１としては、例えば、グラインドテープが使用される。
【０１３３】
次に、テープ部材１７０１が貼付された半導体ウエハ４００が、液状の熱放射膜材料が収
容された液槽中に浸漬される。続いて、この半導体ウエハ４００が、液槽から取り出され
る。その後、半導体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の熱放射膜３１１を乾燥させ
て固形化させる。
【０１３４】
撥水膜１５０１は高い撥水性を有するので、撥水膜１５０１上の液状の熱放射材料は、半
導体ウエハ４００が液槽から取り出される際に、撥水膜１５０１上からはじかれる。従っ
て、この浸漬工程において、熱放射材料は、中央領域９０１上のみに選択的に残存する。
その後、浸漬と乾燥とが繰り返し実行され、所望の厚さの熱放射膜３１１が得られる（図
１７（Ｂ））。
【０１３５】
以上のように、熱放射膜３１１を中央領域９０１上に選択的に形成するために、液状の熱
放射材料中に半導体ウエハ４００を浸漬する浸漬工程を採用することが、本実施の形態の
特徴点の１つである。
【０１３６】
次に、半導体ウエハ４００からテープ部材１７０１が除去される。続いて、柱状電極３０
５上に外部端子２０１が形成される（図１７（Ｃ））。なお、外部端子２０１は、各半導
体装置が個片化される前であれば、例えば、図１７（Ａ）の工程において柱状電極３０５
上に形成されていても良い。
【０１３７】
その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブライン
４０３に沿って切削され、複数の半導体装置９００が得られる（図１７（Ｄ））。
【０１３８】
本実施の形態においては、撥水膜１５０１を周辺領域９０３上に残存させたまま、半導体
ウエハ４００が切削される例が説明されている。しかし、撥水膜１５０１の特性（例えば
、粘度、膜厚等）によっては、撥水膜１５０１が除去された後に、ダイシングブレード５
０１によって半導体ウエハ４００が切削されても良い。以上説明した本実施の形態におけ
る半導体装置の製造方法は、浸漬工程を使用して熱放射膜３１１を形成するため、メタル
マスク、スタンパー等の部材が不要で、しかもバッチ処理することが可能である。従って
、印刷法を使用して形成する場合に比較して、熱放射膜３１１を形成するための処理時間
を短縮させることができる。
【０１３９】
結果として、熱放射膜３１１が搭載された半導体装置９００を製造する効率（すなわち、
生産性）を向上させることができる。
【０１４０】
（第１０の実施の形態）
次に本発明の半導体装置の第１０の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。
【０１４１】
図１８（Ａ）は、本発明の第１０の実施の形態の半導体装置１８００を示す概略断面図で
あり、図１８（Ｂ）はその裏面３０９を示す平面図である。
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【０１４２】
第１０の実施の形態と第１の実施の形態との差異は、熱放射膜３１１の配置である。その
他の構成については、実質的に同様であるので詳細な説明は省略されている。
【０１４３】
図１８に示されているように、半導体基板１０１の裏面３０９及び側面には、熱放射率（
熱輻射率）の高い熱放射膜３１１が形成されている。この熱放射膜３１１が半導体基板１
０１の裏面３０９に加えて側面にも形成されているという点が本実施の形態の特徴点の１
つである。
【０１４４】
この熱放射膜３１１は、約５マイクロメーター（μｍ）から２００マイクロメータ（μｍ
）の範囲の膜厚を有し、かつ高い熱放射率（熱輻射率）を有する。
【０１４５】
この放射膜３１１は半導体基板１０１の側面にも形成されている、すなわち放射面積が増
加されている。よって、半導体基板に発生した熱は、第１の実施の形態に比較して、より
効率的に半導体装置１８００の外部へ放射される。
【０１４６】
次に、図４及び図１９を参照して、本発明の第１０の実施の形態の半導体装置１８００の
製造方法を説明する。
【０１４７】
図１９は、本発明の第１０の実施の形態の半導体装置１８００の製造方法を示すプロセス
フロー図であり、概略断面図で示されている。説明を容易にするため、図１９も前述のプ
ロセスフロー図と同様に、一部の構成の図示が省略されている。
【０１４８】
まず、図４に示すように、半導体基板１０１を構成する半導体ウエハ４００を準備する。
半導体ウエハ４００には、複数の半導体装置形成領域４０１が複数のスクライブライン４
０３（スクライブ領域４０３）によって定義されている。（複数の半導体装置形成領域４
０１は、複数のスクライブ領域４０３によって互いに離間している。）この半導体装置形
成領域４０１は、半導体装置１８００が形成される領域である。
【０１４９】
次に、半導体ウエハ４０１（半導体基板１０１）の表面３０７（第１の主表面）上に、例
えば、先に説明した特許文献１（特許第３３１３５４７号）に記載されたようなプロセス
に従って、絶縁層３０１、保護膜３０３、再配線１０５、柱状電極３０５及び封止樹脂２
０３が形成される（図１９（Ａ））。
【０１５０】
次に、支持部材であるテープ部材１７０１（グラインドテープ）が、半導体ウエハ４００
の表面３０７側に貼付され、半導体ウエハ４００がテープ部材１７０１によって支持され
る。その後、半導体ウエハ４００が、ダイシングブレード５０１によって、スクライブラ
イン４０３に沿って切削され、各半導体基板１０１が個片化される（図１９（Ｂ））。
【０１５１】
次に、テープ部材１７０１が、伸長され（エキスパンドされ）、各半導体基板１０１間の
距離が増加される（図１９（Ｃ））。
【０１５２】
次に、液状の熱放射材料が、スプレー塗布法により半導体ウエハ４００の裏面３０９上及
び側面上に塗布され、熱放射膜３１１が半導体ウエハ４００の裏面３０９（第２の主表面
）上及び側面上に形成される。続いて、半導体ウエハ４００に所定の温度を与え、液状の
熱放射膜３１１を乾燥させて固形化させる（図１９（Ｄ））。
【０１５３】
その後、テープ部材１７０１が、半導体ウエハ４００から除去される。続いて、柱状電極
３０５上に外部端子２０１が形成され、複数の半導体装置１８００が得られる（図１９（
Ｅ））。なお、外部端子２０１は、各半導体装置が個片化される前、すなわち図１９（Ａ
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）の工程において柱状電極３０５上に形成されていても良い。
【０１５４】
以上説明した本実施の形態によるメリットは以下の点である。
【０１５５】
半導体基板１０１の裏面３０９上に加えて側面上にも、高い熱放射率を有する熱放射膜３
１１を設けたので、半導体基板１０１に発生した熱を、第１の実施の形態よりも効率的に
外部へ放射させることができる。
【０１５６】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち、代表的な半導体装置によって得られる効果を簡単に
説明すると以下の通りである。
【０１５７】
すなわち、本発明の半導体装置によれば、グリッドライン及びその近傍の領域には、熱放
射膜が形成されない。言い換えると、半導体装置形成領域の中央領域にのみ熱放射膜が選
択的に形成される。従って、ダイシングブレードを交換する期間を延ばすことが可能とな
り、熱放射膜の剥離を抑制することができるので、結果として、熱放射膜が搭載された半
導体装置を製造する効率（すなわち、生産性）を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の表面を示す平面透視図であり、
封止樹脂によって封止される前の半導体装置１００を示す平面透視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の表面を示す平面図であり、封止
樹脂によって封止された後の半導体装置１００を示す平面図である。
【図３】図３（Ａ）は、図１及び図２の線３－３についての概略断面図であり、図３（Ｂ
）は、裏面３０９示す平面図である。
【図４】半導体ウエハ４００の裏面３０９を示す平面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の半導体装置１００の製造方法を示すプロセスフロー
図である。
【図６】図６（Ａ）は、本発明の第２の実施の形態の半導体装置６００を示す概略断面図
であり、図６（Ｂ）は、半導体装置６００の裏面３０９を示す平面図である。
【図７】図７（Ａ）は、本発明の第３の実施の形態の半導体装置７００を示す概略断面図
であり、図７（Ｂ）は、半導体装置７００の裏面３０９示す平面図である。
【図８】図８（Ａ）は、本発明の第４の実施の形態の半導体装置８００を示す概略断面図
であり、図８（Ｂ）は、半導体装置８００の裏面３０９示す平面図である。
【図９】図９（Ａ）は、本発明の第５の実施の形態の半導体装置９００を示す概略断面図
であり、図９（Ｂ）は、半導体装置９００の裏面３０９示す平面図である。
【図１０】本発明の第５の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
ある。
【図１１】メタルマスク１１０１を示す平面図である。
【図１２】本発明の第６の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
ある。
【図１３】本発明の第７の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
ある。
【図１４】メタルマスク１４０１を示す平面図である。
【図１５】本発明の第８の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセスフロー図で
ある。
【図１６】スタンパー１６０１を示す平面図である。
【図１７】本発明の第９の実施の形態の半導体装置の製造方法を示すプロセ　スフロー図
である。
【図１８】図１８（Ａ）は、本発明の第１０の実施の形態の半導体装置１８００を示す概
略断面図であり、図１８（Ｂ）は、その裏面３０９を示す平面図である。
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【図１９】本発明の第１０の実施の形態の半導体装置１８００の製造方法を示すプロセス
フロー図である。
【符号の説明】
１００・・・半導体装置
１０１・・・半導体基板
１０３・・・電極パッド
１０５・・・再配線
２０１・・・外部端子
２０３・・・封止樹脂
３０５・・・柱状電極
３０７・・・表面（第１の主表面）
３０９・・・裏面（第２の主表面）
３１１・・・放熱用膜
４０３・・・グリッドライン
５０１・・・ダイシングブレード
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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